Silicon Drift
Detectors

1. FUNKCJA ITS SDD

Detektory te stanowig dwie S$rodkowe warstwy ITS,
pozwalajg zaréwno na wyznaczanie toréw natadowanych
czastek jak i okreslenie strat energii, jakie czastki te
ponoszg przechodzgc przez detektor.

2. KONSTRUKCJA

Pojedynczy modut detektora ma posta¢ dwuwymiarowej
ptytki, takie moduty umieszczone sg na trdjkatnych
drabinkach, a nastepnie rozlokowane cylindrycznie wokét
osi detektora, w taki sposéb aby utworzy¢ zwarta
powierzchnie.
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Pojedynczy modut wraz z okablowaniem

Przygotowane detektory dryfowe —4. warstwa ITS
3. ZASADA DZIALANIA

Natadowana czgstka przechodzac przez detektor tworzy pary
elektron - dziura elektronowa. Dziury szybko trafiajg do katod
umieszczonych na powierzchniach modutu, natomiast
elektrony koncentrujg sie w srodkowej warstwie modutu. Do
kolejnych katod przytozone jest coraz nizsze napiecie, co
wywotuje dryf elektronéw w kierunku anod, umieszczonych
na brzegach modutu.

« \| — . — — = ;
hole bias current i ivider 85 e '
hole dark current ; A Far— =
drift g - ;

- [ cathodes

BT ENT

Collection
Anodes

°f */
* electrons,
- o

ionizing particle

Badajgc rozktad zebranych na anodach tadunkow oraz czas trwania dryfu, mozemy < 30 +
wyznaczy¢ potozenie (sktadowe x i y) punktu, w ktérym przeszta czastka. :
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Liczba elektronéw zarejestrowanych przez anody pozwala nam okreéli¢, jaka energie U
czgstka stracita przechodzac przez detektor. % 20 ~
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Na wykresie potencjatu mozna obrazowo pokazac ruch elektronéw wewnatrz detektora Ry
dryfowego. Wyobrazmy sobie, ze elektrony, niczym kulki, staczajg sie po powierzchni 10 ‘{‘ o
potencjatu, jak po zjezdzalni. T 1:.%:‘,‘5:'3“»'
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O$ x odpowiada grubosci detektora, widaé, ze elektrony szybko zsung sie do S$rodka
swojej zjezdzalni (sptyng do Srodkowej warstwy detektora). Potem, juz wolniej, zjadg w 04

dét wzdtuz osi y do punktu (0,0). Ruch ten odpowiada dryfowi w kierunku anod, a czas na

niego potrzebny okresla poczatkowe potozenie elektronu na osi y. 400

300
4. PARAMETRY X (um) g 100 y(pm)
numer promien dtugosc powierzchnia obszar aktywny rozdzielczos¢ : :
warstwy r [cm] z [cm] S [m?] modutu re X z “CZb?nf;‘gﬁfy na ml(')cdzub,rgw
[cm x cm] [um x pm]
3 14.9 44 .4 0.42
7x7.5 200 x 600 2 X 256 260
4 23.8 59.4 0.89
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[1] Strona oficjalna http://www.physics.ohio-state.edu/~nilsen/ALICE_ITS/sdd.html
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